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능동 부궤환 회로를 이용한 고효율 CMOS 전력증폭기 설계 
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Ⅰ. 서론 

전력 증폭기는 RF 송/수신 시스템을 구성하는 가

장 핵심적인 부품으로써, 전체 시스템 효율에 가장 

큰 영향을 미치는 요소이다. 따라서 전력 증폭기의 

효율 개선은 전체 시스템의 효율 향상에 크게 기여

하며, 많은 방법을 통해 증폭기의 효율을 향상시키

는 구조들이 연구 및 개발되어 왔다. 

본 논문에서는 CMOS 전력 증폭기의 효율개선을 

위해 능동 부궤환 회로를 삽입 함으로써, 기존 증폭

기에 비해 P1dB 전력을 향상시킴으로써 포화 영역

에서의 효율 개선 효과를 얻을 수 있었다. 

 

Ⅱ. 본론 

그림 1 은 본 논문에서 제안하는 능동형 부궤환 

회로를 포함한 전력 증폭기의 회로도이다. 전력 증

폭기의 중심 주파수는 2.44 GHz 이며, 동부 하이텍 

0.11 m공정을 이용하여 구현하였다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

그림 1. 능동형 부궤환 회로를 포함한 전력 증폭기 
 

 

능동 부궤환 회로는 MOSFET 을 사용하여 출력 

전력의 일부를 부궤환 함으로써 입력 단에 걸리는 

바이어스의 크기를 조절한다. 부궤환 되는 전력량은 

그 크기에 따라 입력 신호의 크기를 조절하며, 높은 

출력 레벨에서의 이득 확장이 일어나 P1dB 를 높이

는 효과를 기대할 수 있다.  

그림 2 는 일반적인 구조의 전력 증폭기와 능동 

부궤환 회로를 적용한 전력 증폭기의 효율 및 이득

을 비교한 시뮬레이션 결과이다. 그림 2 에서와 같

이, 높은 출력레벨에서 이득의 보상이 이루어지며,

그 결과 P1dB 증가와 효율 개선 특성을 얻을 수 있

다. 

 
그림 2. 일반적인 구조의 전력 증폭기와 제안하는 

증폭기의 효율 및 이득 시뮬레이션 결과 

 

표 1. 기존 및 능동 부궤환 전력 증폭기의의 특성비교 

 
P1dB 

(dBm) 

Gain 

(dB) 

PAE  

(%) 

캐스코드 구조의 

전력증폭기 
27.87 19.8 44.5 

능동 부궤환 회로를 

적용한 전력증폭기 
28.9 19 49.45 

차이 +1 -0.8 +4.95 

 

Ⅲ. 결론 

본 논문에서는 일반적인 캐스코드 증폭기에 능동 

부궤환 회로를 이용하여 출력 전력 및 효율을 높일 

수 있었다. 위 회로를 이용하여 출력단을 구현하면 

높은 출력/효율/선형성의 전력 증폭기를 구현할 수 

있을 것이다. 

 

참고문헌 

[1] Kevin W. Kobayashi, et al., “A Novel 

Monolothic HEMT LNA Integrating HBT-

Tunable Active-Feedback Linearization by 

Selective MBE”, IEEE TMTT, vol. 44, no. 

12, pp. 2384-2391, Dec. 1996. 

[2] Kenjiro Nishikawa and Tsuneo Tokumitsu, 

“An MMIC Low-Distrotion Variable-Gain 

Amplifier Using Active Feedback,” IEEE 

TMTT, vol. 43, no. 12, pp. 2384-2391, pp. 

2812-2816, Dec. 1995. 

Active
Feed-
Back

Input 
M/N

Output 
M/N

VDD

RFin

RFout

Vg2


	표지 001
	차례 001
	최종_능동 부궤환 회로를 이용한 고효율 CMOS 전력증폭기 설계 - 페이지번호

